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はじめに RCo5（R：希土類元素）規則合金は 107～108 erg/cm3オーダーの高い Kuを持つものが多く，そのため，

これらの薄膜は高密度磁気記録媒体などへの応用に向けて研究されている．これまで，Cu(111)下地層を用いる

ことにより，磁化容易軸である c 軸が面直に向いた SmCo5薄膜が形成されることが報告されている 1–3)．薄膜の

基本構造や磁気特性を調べるためには，基板結晶に対して膜の結晶方位を制御できるエピタキシャルを用いる

ことが有効である．しかしながら，SmCo5合金膜以

外の磁化容易軸が面直方向に向いたエピタキシャ

ル RCo5膜の形成例は殆ど報告されていない．本研

究では，R 元素として，Y や Gd などを用いたエピ

タキシャル RCo5膜の形成を試みた． 

実験方法 薄膜作製には超高真空 MBE 装置を用い

た．MgO(111)基板上に 20 nm 厚の RCo5（at. %）（R 
= Y，Gd，など）合金膜を形成した．製膜時の基板

温度を 500 °C とした．構造評価には RHEED およ

び XRD を，磁化曲線測定には VSM を用いた． 

実験結果 Fig. 1(a)に Y-Co 膜に対して観察を行っ

た RHEED パターンを示す．形成初期過程から鮮明

な回折パターンが観察されており，Fig. 1(b-2)に示

す RT5(0001)面の回折パターンと一致していること

が分かる．このことからエピタキシャル YCo5(0001)
膜が形成されていることが確認された．また，Fig. 
1(b-2)中の A，B に示すような異なる結晶方位関係

を表す 2 つの回折パターンが重畳して現れている．

よって作製した Y-Co 膜は双晶エピタキシャル膜で

あることが分かった．RHEED 解析から決定したエ

ピタキシャル方位関係は以下の通りである． 
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Fig. 2 に 20 nm 厚の Y-Co 膜から得られた面外 XRD
スペクトルを示す. YCo5(0002)基本反射に加え，

YCo5(0001)超格子反射が得られていることから，規

則構造を持つ合金膜が形成されていることを確認

できる．当日は，他の R 元素を用いた結果について

も報告する．  
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Fig. 1  (a) RHEED patterns of a Y-Co film observed 
during deposition on Cu(111) underlayer at 500 °C. 
The film thicknesses are (a-1) 5 and (a-2) 20 nm. 
(b) Schematic diagrams of RHEED patterns simulated
for (0001) surfaces with (b-1) R2T17, (b-2) RT5, (b-3) 
R2T7, and (b-4) RT3 ordered structure. 
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Fig. 2  Out-of-plane XRD pattern of a Y-Co film 
deposited on Cu(111) underlayer at 500 °C. 
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